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フルホイスラー合金は、X2YZ の組成を持つ典型的規則合金である。その中でも X=Co としてい

る Co 基ホイスラー合金の多くは、フェルミレベル(EF)近傍にて一方のスピンの状態密度にバンド

ギャップが存在し、スピン偏極度 100%のハーフメタルになることが予測されている。この特異な

電子構造を利用し、高スピン偏極材料としてトンネル磁気抵抗(TMR)素子や巨大磁気抵抗(GMR)

素子、さらには半導体へのスピン注入源としての活用が試みられおり、スピントロニクスデバイ

スへの応用が期待されている。特に Co2MnGe は理想的なハーフメタルの状態密度(DOS)を持って

いることがすでに第一原理計算より示されており[1]、実験的には硬 X 線光電子分光により電子状

態が明らかにされている[2]。さらに X 線磁気円二色性(XMCD)スペクトルより、非磁性元素も磁

気元素に誘起され、磁気モーメントをもつことが分かってきた[3,4]。一方、そのスペクトル形状

は複雑であり、その物理的な解釈についての考察は未だ行われていない。 

そこで本研究は Al キャップを施した Co2MnGe (Ga)フルホイスラー合金薄膜において Ga(Ge) 

L2,3 吸収端における XMCD を SPring-8 BL23SU にて観測した。また、Ga および Ge L2,3吸収端と

XMCD スペクトルと第一原理計算による非占有側の Ge(Ga)における d 軌道部分状態密度(PDOS)

を比較した。その結果、Ge(Ga)の XMCD スペクトルが、Ge(Ga) d 軌道の小さくスピン分裂した

多数スピンと少数スピンバンドの差分により定性的に説明できることが分かった。この結果は、 

通常は観測が困難であるスピン分裂した非占有側の PDOS を内殻正孔の影響が比較的少ない非磁

性元素側から実験的に得ることができることを示している。 

本研究は JSPS 科研費 17H06152 の助成を受けて行われた。XAS/XMCD 分光実験は SPring-8 

BL23SU にて文部科学省委託事業ナノテクノロジープラットフォームの支援を受けて実施された

（2018B3842）。 
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